$S 200 - SS 201 - SS 202 o -

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-NF-Transistoren
héherer Sperrspannungen fiir allgemeine
Anwendungen

Bauform 3

Wéarmewiderstand Rmjs < 0,5 K/mW

Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich

SS 200 SS 201 SS 202
Ucso, Ucey (bei —Uge = 1V) 70V 100V 120V
Ueso 5V
Ic | | 30 mA
I: 10 mA
Ptot (bei 8a <25°C) 150 mW
b o 100 °C
%a - —40 ... 485 °C

Statische Kennwerte (%« = 25 °C = 5K)

lcev  (bei Uce = Ucev, —UBe = 1V) < 1pA
leo (bei Ugg = 5 V) - < 100 nA
Ucesat (beilc == 1mA,Is = 31 uA) < 06V
h21e  (bei Uce =3V, Ic= 10 mA) > 32
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